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DRAMDRAM価格推移：価格推移：DDR3 1333MbpsDDR3 1333Mbps

出所：

 

DRAMeXchange

(US$)

1Gb コントラクト価格

2Gb スポット価格

2Gb コントラクト価格

東日本大震災に起因するDRAM調達

不安の解消と 終製品の需要低迷によ
り、6月以降のコントラクト価格は急落

8/5

$1.59

$1.09

$0.75
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11QQ--FY2011FY2011実績実績

(億円) 1Q-FY2011 4Q-FY2010 QoQ 1Q-FY2010 YoY

売上高 957 100% 921 100% +36 1,763 100% -806

売上総利益 126 13% 73 8% +53 617 35% -491

営業利益（損失） (38) -4% (52) -6% +14 444 25% -482

経常利益（損失） (73) -8% (79) -9% +6 370 21% -443

四半期純利益（損失） (79) -8% (82) -9% +3 307 17% -385

EBITDA(1) 270 28% 269 29% +1 706 40% -435

出荷ビット成長率 － － +15% － +42%

ASP(2)変動率 － － -9% － -57%
(1) EBITDA = 税金等調整前四半期純利益+支払利息+減価償却費及びその他の償却費
(2) ASP (Average Selling Price) ：

 

平均販売単価
前四半期比での主な損益改善要因

(+) 40nm品の出荷増及び歩留まり向上に

 
よるコスト低減

(-) PC DRAM価格の下落

(-) 貸倒引当金の戻入があった前四半期

 
からの販売管理費増加

(億円) 1Q-FY2011 4Q-FY2010

営業キャッシュ・フロー 74 (17)

フリー・キャッシュ・フロー (233) (224)
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5,686 5,550

755 686
1,128 847

496 548

867725

8,4998,790

(億円)

1,179 1,034

3,4713,560

3,9934,051

8,4998,790

負債の部・純資産の部資産の部

2011年3月末

 

2011年6月末

財政状態財政状態

たな卸資産

有形固定資産

受取手形及び売掛金

現金及び預金

その他の資産

有利子負債

純資産

その他の負債

1.02倍 1.14倍

41%純資産比率 41%

2011年3月末

 

2011年6月末

ネットD/E

※8/1の増資により、資本金、資本準備金がそれぞれ205億円増加します。
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四半期
(億円)

1Q-FY2011 2Q-FY2011

ガイダンス

 ’11 5/12発表
実績

ガイダンス

 ’11 8/8発表

QoQビット成長率 20-30% 15% 約10%
減価償却費 320 323 330
販売管理費 170 164 170

四半期及び通期ガイダンス四半期及び通期ガイダンス

通期
(億円)

FY2011 FY2011

ガイダンス

 ’11 5/12発表
ガイダンス

 ’11 8/8発表

YoYビット成長率 50%以上 40-50%
減価償却費 1,350 1,350
販売管理費 700 700
設備投資額 800 800

当社30nm/25nm製品に対す

 
る顧客の評価プロセス状況、

 
需要動向、市況等を鑑み、今

 
後増額する可能性があります。
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20112011年年88月の資金調達概要月の資金調達概要

新株式発行による資金調達

新規発行株式数（ 大）： 60,000,000株(1)

（2011年6月30日現在の発行済み普通株式総数に対する割合：

 

28%）

調達金額（ 大手取金額）： 426億円

転換社債発行による資金調達

転換価額： 962円
調達金額（手取金額）： 275億円
潜在株式数： 28,586,278株

（2011年6月30日現在の発行済み普通株式総数に対する割合：

 

13%）

130%コールオプション： 2013年9月2日以降
償還日(2) 2016年8月1日（5年債）
(1) 内57,270,000株の発行は、2011年7月28日に確定しています。
(2) 繰上償還に関する条項があります。

調達資金（ 大手取金額）合計： 701億円

資金使途：

広島工場における30nm/25nmへの転換投資： 475億円
TSV(3)パッケージラインや次世代プロセス等のR&D投資： 150億円
借入金の返済： 残額

(3) TSV: Through Silicon Viaの略
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指数：65nmから50nmへの転換投資（ウェハ千枚当たり）

 

= 1.0

キャッシュ・フロー創出の基盤キャッシュ・フロー創出の基盤

露光装置の長期活用

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

他社に先行するモバイルソリューション

世界 小30nm 4Gb LPDDR2

世界 薄0.8mm 4段Mobile 
DRAM PoP(1)

世界初 HKMG(2)採用Mobile 
DRAM

8Gb TSV(3) DRAM
(1) PoP: Package on Packageの略
(2) HKMG: High-k Metal Gateの略
(3) TSV: Through Silicon Viaの略

50nm 40nm         30nm          25nm
65nm 65nm 40nm          30nm

フリー・キャッシュ・フロー創出

Mobile DRAM市場でのリード 設備投資の高効率化

メタルゲート

高誘電率絶縁膜
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DRAMDRAM業界の変遷業界の変遷

• Samsung
• Hynix camp 

(+ProMOS)
• Elpida camp 

(+Powerchip)
• Micron
• Qimonda camp 

(+Nanya / Inotera / Winbond)

• Samsung
• Hynix
• Elpida camp 
(+Powerchip / ProMOS)

• Micron camp 
(+Nanya / Inotera)

• Elpida
• A社

• B社

• Elpida
• A社

～2009年

 
PC時代

2010年

 
PC時代

2011年
40nm モバイル初期時代

2012年～

 
30nm モバイル時代

技術優位性がマーケットシェアを

 決める時代に突入しつつある

DRAM業界の設備投資額合計

（10億ドル）
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出所: IHS iSuppli DRAM Market Tracker Database (2Q11)

CY
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ウェハ当たりウェハ当たりLPDDR2LPDDR2チップ取得数比較チップ取得数比較

0.5

1.0

1.5

2.0

A社B社 A社B社

開発中

量産中

B社比 +32%

サンプル出荷中

A社比 +7%

4Xnm 2Gb LPDDR2 3Xnm 4Gb LPDDR2(1)

出所：エルピーダ

+45%

4Xnm 3Xnm

(1) 3Xnm 4Gb LPDDR2のチップ取得数は2Gb換算値を使用

（指数：B社4Xnm 2Gbチップ取得数 = 1.0）

4Xnm/3Xnm世代において、世界 小チップを実現
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4Gb 8Gb 12Gb 16Gb

高速データ転送

4Gb
チップ

2Gb
チップ

64bit
バス

大容量化

32bit 
バス

2G
x32

2G
x32

C
PU

4G
x32

4G
x32

C
PU

x324G
x32
4G
x32

C
PU

x322G
x32

x322G
x32

C
PU

x32

x32C
PU

x324G
x32

x324G
x32

C
PU

4G
x16

4G
x16

C
PU

2G
x16

2G
x16

C
PU

薄型4段 PoP(1)

スマートフォン向けMobile DRAM搭載形態

4G
x32

4G
x32

2012
2011

2010

世界 薄パッケージ技術世界 薄パッケージ技術

世界 薄0.8mm 4段Mobile DRAM PoP(1)

(2011年6月22日発表)

0.8mm

(1) PoP: Package on Packageの略

• 40nmでの量産技術は確立

• 30nm Mobile DRAMベース

 のPoP(1)を現在開発中

• スマートフォン薄型化による

 パッケージ厚薄型化要求へ

 の対応
(1.0mm 0.8mm 0.6mm)
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世界初世界初
 

HKMGHKMG技術採用技術採用
 

LPDDR2LPDDR2開発完了開発完了

従来型トランジスタ HKMG(1)トランジスタ

リーク電流多い

2011年度内の30nm HKMG(1) Mobile DRAMサンプル出荷予定

リーク電流少ない

ポリシリコン

シリコン酸化膜

(1) HKMG: High-k Metal Gateの略

 

(2) シリコン酸化膜比

メタルゲート

高誘電率絶縁膜

低消費電力性の向上

• 低電圧1.0V駆動可能（従来のLPDDR2は1.2V駆動）

高速性の向上

• トランジスタのオン電流：

 

大1.7倍(2)

• トランジスタのオフ電流：1/100以下(2)

シリコン酸化膜の物理的限界

• 電子回路の微細化（薄膜化）により電子が絶

 縁膜を透過 リーク電流増大

(2011年6月15日発表)
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世界初世界初
 

8Gb TSV8Gb TSV製品サンプル出荷開始製品サンプル出荷開始

TSV(1) 

（貫通電極1,000本 / チップ）

DDR3 SDRAM

低消費電力性の向上

• 動作時消費電力： 約20%低減(2)

• 待機時消費電力： 約50%低減(2)

(2) SO-DIMMを使用したシステムとの比較

低消費電力 8Gb TSV(1) DRAM（32bit I/O） (2011年6月27日発表)

現在

 
① 30nm 16Gb TSV(1) DRAM（32bit I/O）及び

 ② Wide I/O (512bit I/O) TSV(1) Mobile DRAMを開発中
(1) TSV: Through Silicon Viaの略
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先端プロセスへのシフト先端プロセスへのシフト

自社ファブ（Elpida + Rexchip）ウェハ投入計画

広島工場

2011年5月より30nm 4Gb 
LPDDR2量産開始

レックスチップ

2011年6月より30nm 2Gb DDR3量
産開始 年末までに100%転換へ

0%

50%

100%

'11/3 '11/6 '11/9 '11/12 '12/3

Others

30nm（含25nm）

計画実績

25nmの状況

2011年7月末サンプル出荷開始

顧客の評価プロセス状況、需要動向、
市況等を鑑み、柔軟に生産を立ち上
げる予定
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事業の安定化に向けた施策事業の安定化に向けた施策

◆ 4Gb高付加価値品へのシフトを加速（= 30nmが必須）

(1) 新規市場であるUltrabook™向け製品ラインアップの充実

◆ モバイルビジネスの拡大

(2) Mobile DRAM製品の4Gb化 (Low power + 大容量化)

- 4Gb単品
- 8Gb DDP(1) (4Gbチップ

 

x 2個）
- 16Gb TSV(2) (4Gbチップ

 

x 4個）

(3) HKMG(3)技術による4Gb超低電圧Mobile DRAMの製品化

◆ 次世代モバイル製品の早期製品化

出荷台数予想（億台/年） 搭載容量予想（Gb/台）

2011年 2012年 2011年 2012年

スマートフォン 4.7 5.9 5.0 7.0
タブレットPC 0.5 0.9 5.0 9.6

(1) 4Gb LPDDR3
(2) 4Gb wide I/O TSV(2) Mobile DRAM

(3) HKMG: High-k Metal Gateの略

(1) DDP: Double Density in a Packageの略

(2) TSV: Through Silicon Viaの略

出所：

 

エルピーダ予想

*Ultrabookは、米国及びその他の国におけるインテル

 

コーポレーションの商標です。

Ultrabook™のプリント基板への実装要求

 
（= 信頼性の高いDRAMが必須）

Mobile DRAM市場の成長ドライバー
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どのようにどのように競合他社競合他社に対抗するのかに対抗するのか

《技術で競合他社に勝つ》

実績

• 25nm DDR3開発 (2011年5月発表)

• HKMG(1) LPDDR2開発

 
(2011年6月発表)

開発中

• Ultrabook™向け8Gb (4Gb x 2個) 
DDP(2)(16bit I/O, 32bit I/O)の開発

世
界
初

実績

• TSV(3)製品化
サンプル出荷開始(2011年6月発表)

• 世界 薄0.8mm 4段Mobile DRAM 
PoP(4) 量産技術の確立

 
(2011年6月発表)

開発中

• Ultrabook™向けDDP(2)への製品展開

世
界
初

• 主要地域に設立したシステム技術ラボ

 
でのきめ細かな技術サポート

• 広範囲の製品群

世
界
初

技術サポート体制

• お客さまのビジネスと競合しない

 
DRAM専業ビジネス

(1) HKMG: High-k Metal Gateの略

 

(2) DDP: Double Density in a Packageの略
(3) TSV: Through Silicon Viaの略

 

(4) PoP: Package on Packageの略

技術開発力 パッケージ力

中立性

*Ultrabookは、米国及びその他の国におけるインテル

 

コーポレーションの商標です。
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市況見通し市況見通し

今後の市況見通し（当社予想）

• 市況回復時期： ベストケース9月 / ワーストケース11月
• 予想の根拠：

8月中に顧客における 終製品の在庫調整が終了する可能性

秋以降のエレクトロニクス新製品の市場投入
（例：Ultrabook™、スマートフォン、タブレットPC等）

DRAMメーカー各社の生産調整が起きている可能性

DRAM需要構成比 3月調査 6月調査

モバイル機器分野 20％

デジタル家電分野 10％

サーバ分野 10％

PC分野 60％

現在のDRAM市況（当社予想）

出所：エルピーダ予想

*Ultrabookは、米国及びその他の国におけるインテル

 

コーポレーションの商標です。
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URL: http://www.elpida.com

当資料に記載されている経営予測に基づく予想数値、今後の計画や戦略等、将来の見通しに関する記述は発表日時点において当社が判断したものです。これらの将

 
来に関する情報には不確実な要因が内在しており、設備拡充とそれに引き続く生産（能力の）過剰や価格下落圧力等から生じる市況サイクルに特徴づけられるＤＲＡ

 
Ｍ市場の全世界における変動性、競争の激しいＤＲＡＭ業界における再編等の変化、技術及び設計の変化、重要な原材料の供給の不足や中断あるいはその価格の

 
上昇、重要な顧客の喪失又は需要の減少、米ドル・ユーロ等の為替相場の動向、経済一般の状況、当社グループの市場環境、設備又は調達過程を損なう地震その他

 
の自然災害、テロ行為、疫病、暴動、その他当社グループのコントロールの及ばない事象等の様々な要因により、将来において生じる当社グループの実際の経営成績

 
等とは一致しない可能性があります。

（将来予測に関する注意）
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